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HG811LM4/TR SOT-143 4.63 AMAA Iare 3000/
HG811MM4/TR SOT-143 4.38 ANAA Iare 3000/
HG811JM4/TR SOT-143 4.00 AOAA Iare 3000/
HG811TM4/TR SOT-143 3.08 APAA Iare 3000/
HG811SM4/TR SOT-143 2.93 AQAA il 3000/%2
HG811RM4/TR SOT-143 2.63 ARAA JRe 3000/
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o Vce WNEBE 6.5 v
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VRESET SmEBE -0.3~ VCC+0.3 V
T4 PD SOT-143 200 mw
Ta TERETHE -20—70 .
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LT
HG811 (Ta=25C, [RIFHFAIIETE)
F= S il Bx/)\ gAY =P By
Vee T{EEBIE 1.0 - 6.0 vV
Vin EINIGMEBE | Vec=Vin for Vreset=H—L,No Load | 0.975*Vin | Vi | 1.025*Vin| V
ICCH ERSERR Vec=6V,Vur=VCC,No Load 1 - 5 uA
IcCcL SRR Vcc=6V,Vmur=GND,No Load 1 - 32 uA
Imr (SFBERIFRIR Vce=6V,Vmr=GND,No Load 1 - 25 uA
Trd S TNFEEARIE | Vee=Vin to Vin-100mV - 150 - ns
HG811Z/R/SIT:
Vce=Vmr=0 to 3.5V or
Vmr=0t03.5V,
T BHEMAYE | Vee=3.5V No Load 85 500 900 ms
HG811MIL:
Vce=Vumr=0 to 5V or
Vumr=0 to 5V, Vcc=5V
VoL R E Vee=Vimin, Isink=3.2mA - - 0.5 vV
Vo mE=EE Vee>Vinmax, lsource=500uA 0.8vVCC - - \Y
VMRH PN == Vce=6V,Vreset=Vce, No Load 0.7* Vce - Vece V
VMRL BNEEBFE | Vee=6V,Vreser=GND, No Load 0 - 0.2*Vee Y%
tvr {FREE e/ \BX e 10 - - us
BERH | -200sTas60C - | s200 |- pf’é"/
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Dimensions In Millimeters(SOT143)

Symbol: A A1 B C C1 D E Q a b E1

Min: 1.50 0.05 2.65 2.08 1.19 0.10 0.76 0° 0.35 1.80 0.20

Max: 1.70 0.15 3.048 2.48 1.39 0.30 0.96 8° 0.55 2.00 '
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	产品简介
	修订历史
	重要声明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导


